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課題 １	


•  低バンチ電荷での入射空洞後のエミッタンス
増加	
  
– 垂直エミッタンス増加が水平よりも大きい？	
  
– 空洞オフセットと傾きだけで説明できるのか？	
  
	
  入力/HOMカプラーの影響	
  etc	
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課題 ２	


•  高バンチ電荷でのエミッタンス&バンチ長増加	
  
– 空間電荷効果と入射空洞以外に原因があるか？

電子銃、レーザー、バンチャ空洞他	
  
– レーザーパルス幅を長くしても改善されない理由	
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課題 ３	


•  電子銃とレーザーについて	
  
– 高バンチ電荷での電子ビーム断面の２重構造	
  

	
  低バンチ電荷と高バンチ電荷でレーザーのマクロ
パルス形状に違いは出るのか？　　	
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課題 ３（続き）	


– バーストモード運転の影響はあるか？	
  

	
  電子銃のビーム負荷による初期運動量広がり	
  
	
  ポッケルセル、半導体レーザーのパルス駆動、メカ
ニカルシャッター によるマクロパルス形状	
  

– カソード面にレーザーの焦点が合っていないこと
の影響	
  


